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RESUMEN: las correlaciones miden la dependencia mutua entre las propiedades de un

sujeto y sus vecinos. En el caso de los electrones,

las mismas puede deberse a las

interacciones electrén-electrén, a interacciones mediadas por terceros (fonones por
ejemplo) o a la estadistica cuantica. El comportamiento resultante puede ser descripto
en términos de nuevas “cuasi-particulas” cuyas propiedades fisicas pueden ser muy

diferentes a la de los electrones originales.

FisicA DE MOTT: la interaccién de Coulomb y
la enegia cinética compiten dando origen a una
transicion metal-aislador como se ve en la
flgura Los electrones, que en los metales
no correlacionado
tienen un caracter
deslocalizado (tipo
onda plana) se
localizan, manifestando
su naturaleza de
particula.
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La transicién es de
primer orden con
coexistencia de
soluciones aisladoras y
metalicas, las cuales

pueden observase o
experimentalmente I a
variando, por ejemplo, T (K)
la corriente en
un
experimento
de resistividad.
Los avances
tedricos y la
capacidad de
célculo nos
permiten
actualmente obtener predicciones teéricas,
como las bandas y densidad de estados de la
figura, combinando técnicas ab initio y de
muchos cuerpos como, por ejemplo DFT+DMFT.
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AISLADORES TOPOLOGICOS: los aisladores no
son todos iguales, algunos se distinguen por sus
propiedades topoldgicas.
En estos casos, aparecen
estados de borde con
propiedades particulares,
quiralidad o estados de
MaJorana por ejemplo,

que son robustos a
perturbaciones y
capaces de _
sostener corrientes ¢
no disipativas en los
bordes de las
muestras.
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MEMORIAS RESISTIVAS: la conmutacidn resistiva es uno de los efectos con mayor campo de

aplicacion en dispositivos electrénicos de memoria conocidos como “memristors”

. La conmutacién

resistiva es el fendmeno en el cual un dieléctrico cambia abruptamente su resistencia bajo la

accién de un campo eléctrico aplicado o corriente. El cambio de 2
resistencia es no volatil y reversible.

Uno de los mecanismos basicos detras -
de este fendmeno en éxidos es la <,
migracién de vacancias de oxigeno de §

la interfase al bulk. Esta dindmica 05
puede ser simulada como una difusién
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y los resultados, confirmados por los experimentos, muestran la
formacién de una onda de choque en la densidad de vacancias.
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